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Хромит меди прозрачен для видимого света и обладает проводимостью p-типа, что делает его перспективным материалом для прозрачных электродов в оптоэлектронных устройствах [1]. Из-за большой абсолютной величины коэффициента Зеебека и относительно небольшой теплопроводности на основе данного материала раасматривается создание эффективных термоэлектриков [1]. Для увеличения электропроводности хромит меди легируют элекментами II группы, замещающими атомы хрома в кристаллической решётке [1]. 

В настоящей работе были исследованы керамические образцы хромита меди(I), легированного магнием CuCr1-xMgxO2 (x=0 ; 0.002 ; 0.008 ; 0.015 ; 0.030 ; 0.060), синтезированных твердофазным методом c использованием химической гомогенизации.  Структура полученных образцов была исследована методами рентгенофазового анализа и спектроскопии комбинационного рассеяния света. Была подтверждена однофазность образцов. Измерены температурные зависимости теплопроводности, коэффициента Зеебека. Знак основных носителей заряда (дырок) в образцах определён по положительному знаку коэффициента Зеебека. Абсолютная величина коэффициента Зеебека составляет порядка нескольких сотен мкВ/К и увеличивается с повышением температуры. Измерены температурные зависимости электропроводности и определены энергии активации проводимости, близкие к литературным данным. Для всех образцов удельное сопротивление увеличивается при понижении температуры. В диапазоне температур (250-300) К температурные зависимости сопротивления образцов описываются активационным законом. При этом сопротивление и энергия активации значительно уменьшаются при увеличении содержания Мg от 0 до 1,5 ат. % (таблица 1). Анализ температурных зависимостей удельного сопротивления показал, что критерий Йоффе-Регеля для зонного переноса дырок не выполнен. Таким образом, перенос дырок является прыжковым. 
Для образцов с содержанием Mg от 0.8 до 6 ат. % энергия активации удельного сопротивления ( уменьшается при понижении температуры T. При температуре ниже 120 К температурная зависимость сопротивления этих образцов может быть описана законом Шкловского-Эфроса [2] (рис. 1):
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(1)
Параметры T0, полученные в результате аппроксимации температурных зависимостей сопротивления представлены в таблице 1. Эти параметры были использованы для оценки радиуса локализации состояний, дающих вклад в прыжковую проводимость с использованием формулы:
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(2)

в которой kB-постоянная Больцмана, e-заряд электрона, (-диэлектрическая проницаемость, (0-электрическая постоянная, r0-радиус локализации состояний.
Таблица 1. Энергия активации электропроводности, параметр T0, и радиус локализации r0, определённые из температурных зависимостей сопротивления
	Содержание Mg, %
	Ea, эВ
	T0, K
	rl, нм

	0
	0.26
	-
	-

	0.2
	0.15.
	-
	-

	0.8
	0.043
	3600
	0.49

	1.5
	0.031
	1700
	1.1

	3
	0.029
	1500
	1.2
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Рис. 1 Температурные зависимости сопротивления образцов с содержанием магния 0,8 %, 1,5 %, 3 % и 6% Mg в координатах lnρ[(1/T)-1/2]
Полученные значения радиуса локализации сопоставимы с эффективным боровским радиусом мелких акцепторов. зЗаметна тенденция увеличения радиуса локализации при увеличении содержания магния
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